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INTRODUCERE

Ce prezinta optoelectronica?

Optioelectronica prezinta o directie tehnico-stiintifica care se
bazeaza in utilizarea concomitentd a metodelor optice si electrice de
transfer, prelucrare, pastrare si afisare a informatiei. In afard de
imbinarea proceselor optice si electronice, pentru optoelectronica
modernad este specific aspiratia spre miniaturizare §i integrare a
elementelor in baza corpului solid si, In special, al tehnologiei
semiconductoarelor.

Optoelectronica se dezvoltd ca un domeniu directionat si
include in sine realizdrile diverselor ramuri ale stiintei: opticii,
electronicii cuantice, electronicii semiconductoare, magneto- si
acustoopticii, fizicii diodelor luminescente, teoriei transmisiunii
informatiei, tehnologiei materialelor si circuitelor integrate.

Optoelectronica contine un numdr impundator de directii de
investigare:

- surse de lumind coerente si necoerente;

- fotoreceptori unitari si cu multe elemente;

- optocuploare, adica dispozitive in care sursa de radiatie optica
este legata cu fotoreceptorul optic, dar dezlegat galvanic;

- dispozitive pentru prelucrarea informatiei (modulatoare,
deflectoare, sisteme de memorie opticd, sisteme de memorie
holografice);

- dispozitive pentru afisarea informatiei;

- optica integrata;

- sisteme de comunicatii optice.

Utilizarea gamei lungimilor de unda optice posedd urmatoarele
particularitati:

- frecventa purtdtoare Tn gama undelor optice este mai mare decat
in gama de frecvente radio ( 10'* — 10'° Hz), adici de 10° - 107 ori
mai 1naltd decdt frecventa semnalelor radio si de televiziune.

- lungimea de unda a luminii este mult mai redusa decat a undelor
radio ce permite a focaliza aceste unde in ghidurile de unda optice
cu diametrul miezului = Spm ;



- directivitatea fluxului de luminare cu un unghi de divergenta
<0.1°. In cazul undelor radio ar fi nevoie de antene cu diametrul de
cateva sute de metri;

- transmisiunea informatiei este efectuatd cu fotoni care nu
interactioneaza cu cadmpurile exterioare;

- utilizarea metodelor optice de inscriere, pastrare si prelucrare a
informatiel permite obtinerea unei densitdti de Inscriere circa
~10’ bit/cm” .

in timpul de fati optoelectronica se plaseaza in fruntea listei
dispozitivelor electronice cu cel mai inalt nivel de vanzéari. O
deosebita raspandire au obtinut-o diodele luminescente cu
heterojonctiuni, ecrane informationale cu dimensiuni mari care
contin milioane de diode luminescente si permit formarea a
miliarde de nuante de culori. Dispozitivele optoelectronice se
utilizeaza in telefoanele celulare, substituie tuburile electronice.

In timpul de fati baza optoelectronicii o alcituiesc
heterostructurile semiconductoare. Un sir de ani dezvoltarea
electronicii era legata de utilizarea jonctiunilor semiconductoare in
baza materialelor cu valoare constanti a lirgimii benzei interzise. In
atare tehnologie principalul moment era verificarea nivelului de
dopare cu impuritati, introduse 1n reteaua cristalind a
semiconductorului, adicd structura dispozitivului era obtinuta prin
variatia concentratiei si tipului de impuritati utilizate.

Modificarea tehnologiei a permis transferul catre dispozitive de
alt tip — In baza heterojonctiunilor. Heterojonctiunea prezinta
contactul a doua semiconductoare diferite dupa compozitia chimica
intr-un cristal. In acest caz concomitent variazi valoarea largimii
benzei interzise, masa efectiva a purtatorilor de sarcind, mobilitatea
purtatorilor de sarcinad, frontiera de absorbtie, indicele de refractie si
altele. Posibilitatea de a dirijja cu acesti parametri permite a elabora
noi dispozitive sau a modifica parametrii dispozitivelor existente.
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